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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年3月1日(2012.3.1)

【公表番号】特表2011-513954(P2011-513954A)
【公表日】平成23年4月28日(2011.4.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-017
【出願番号】特願2010-547942(P2010-547942)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/183    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １８６　
   Ｈ０１Ｓ   5/183   　　　　
   Ｈ０１Ｓ   5/343   ６１０　

【手続補正書】
【提出日】平成24年1月12日(2012.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物系化合物半導体をベースとし活性層（４）を含むエピタクシー層列（６）を有す
るオプトエレクトロニクス素子において、
　前記オプトエレクトロニクス素子は、Ａｌ１－ｘ（ＩｎｙＧａ１－ｙ）ｘＮまたはＩｎ

１－ｘＧａｘＮを有する成長基板（１）を有し、ただし、０＜ｘ＜０．９９および０≦ｙ
≦１であり、
　前記成長基板（１）上に、ＩｎｙＡｌｘＧａ１－ｘ－ｙＮを有する複数のバッファ層が
設けられており、ただしｘ＜０．９かつｙ＜０．１であることを特徴とする、オプトエレ
クトロニクス素子。
【請求項２】
　前記成長基板（１）の欠陥密度は１０７ ｃｍ－２未満である、請求項１記載のオプト
エレクトロニクス素子。
【請求項３】
　前記エピタクシー層列（６）はＤＢＲミラー（１６）を有し、
　前記ＤＢＲミラー（１６）は、それぞれＩｎｙ１Ａｌｘ１Ｇａ１－ｘ１－ｙ１Ｎを有す
る第１層とＩｎｙ２Ａｌｘ２Ｇａ１－ｘ２－ｙ２Ｎを有する第２層とを含む複数の層対を
有し、ただし、アルミニウム含量に関してＸ１＞０．０１およびｘ２＞０．０５が適用さ
れる、請求項１または２記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項４】
　当該オプトエレクトロニクス素子は端面発光半導体レーザ（１０１）である、請求項１
または２記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項５】
　前記端面発光半導体レーザ（１０１）の活性層（４）は２つの導波層（９，１０）間に
配置されており、
　前記活性層（４）から見て前記成長基板（１）に対向する導波層（１０）にクラッド層
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（８）が続き、
　前記成長基板（１）と、該成長基板（１）に対向する導波層（９）との間にはクラッド
層は配置されない、請求項４記載のオプトエレクトロニクス素子。
【請求項６】
　オプトエレクトロニクス素子の製造方法において、
　・Ａｌ１－ｘ（ＩｎｙＧａ１－ｙ）ｘＮまたはＩｎ１－ｘＧａｘＮを有し０＜ｘ＜０．
９９かつ０≦ｙ≦１である成長基板（１）を設けるステップと、
　・窒化物系化合物半導体をベースとし活性層（４）を有するエピタクシー層列（６）を
成長させるステップ
とを有し、
　前記製造方法はさらに、
　・前記エピタクシー層列（６）の成長前に、ＩｎｙＡｌｘＧａ１－ｘ－ｙＮを有しｘ＜
０．９かつｙ＜０．１である複数のバッファ層（２）を成長させるステップ
を有することを特徴とする製造方法。
【請求項７】
　前記エピタクシー層列（６）の成長後に前記成長基板（１）を剥離する、請求項６記載
の製造方法。
【請求項８】
　前記成長基板（１）の剥離前に、前記エピタクシー層列（６）を、該成長基板（１）に
対向する表面において支持体（１９）に結合する、請求項７記載の製造方法。
【請求項９】
　前記エピタクシー層列（６）の成長時に、まずはｎドーピング半導体層（３）の領域を
成長させ、その後にｐドーピング半導体層（５）の領域を成長させ、
　前記成長基板（１）の剥離後に、前記ｎドーピング半導体層（３）の領域においてパタ
ーニングを行う、請求項７または８記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記ｎドーピング半導体層（３）の領域におけるパターニングでは、前記エピタクシー
層列（６）の放射出力結合を改善するためのパターニング部（２１）を形成する、請求項
９記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記ｎドーピング半導体層（３）の領域において、リッジ導波路レーザ（１０２）を形
成するためのストライプ構造を形成する、請求項９記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記エピタクシー層列（６）に傷をつけて劈開することにより、該エピタクシー層列（
６）において端面発光半導体レーザ（１０１）を作製するための側面ファセットを形成す
る、請求項６から１１までのいずれか１項記載の製造方法。
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